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※概要（Summary）： 
 光通信技術の発達に伴い、光デバイスの小型化が望

まれている。そこで、本研究では半導体産業で培われ

た微細加工技術を応用し、低損失なシリコン細線光導

波路作製プロセスの開発を行った。その結果、伝搬損

失 1.25dB/cm の超低損失シリコン細線光導波路が実

現された。さらに、高性能な光スイッチング素子を実

現するため、この作製技術を応用してシリコン細線導

波路型方向性結合器を作製したところ、消光比約

33dB を達成した。 
 
※実験（Experimental）： 
利用した装置 
・エッチング装置 ・短波長レーザ顕微鏡 ・触針段差計 
・FE-SEM ・イオンコータ ・スピンコータ 
・プラズマアッシャー ・スクライバー ・ダイシングソー 
・プラズマ CVD ・i 線ステッパー 

低損失なシリコン細線光導波路作成プロセスの確

立のため、FE-SEM を使用して露光後のレジスト形状

を観察した。FE-SEM に内蔵されている測長機能を使

用し、レジストの側壁荒さ（ラインウィドスラフネス、

LWR）を評価した。 
エッチングや CVD を経てデバイスを完成させた。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
 20mm 四方の SOI 基板にパターニングされた幅

450nm 前後の光導波路レジストパターンを、基板上

方から FE-SEM で観察した（図 1）。露光条件が異な

るサンプルを比較した。その結果、露光量と露光パタ

ーンを最適化することに成功した。 
 

 
図 1 FE-SEM による LWR の評価 

 TEOS-CVD は NPF 標準のレシピで稼動し、約 1.8um
の TEOS 膜を形成した。 
 完成したシリコン細線光導波路の伝搬損失は

1.25dB/cm であった。導波路幅が広いほど損失が低減さ

れる傾向にあることが確かめられた。 
 
※その他・特記事項（Others）： 
 本研究で確立したプロセスを利用し、方向性結合器の

試作も行った結果、消光比 33dB の良好なデバイスが得

られた。 
 今後の課題は TEOS-CVD 条件の最適化などがある。 
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